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SST39LF160/SST39VF160 
 
特性 
z 1M 16的结构 

z 单个电压的读和写操作 

SST39LF160为 3.0 3.6V 

SST39VF160为 2.7 3.6V 

z 高可靠性 

耐用性 100,000个周期 典型  

数据保持时间 大于 100年 

z 低功耗 14MHz时的典型值  

有效电流 12mA 典型  

等待电流 4uA 典型  

自动低功耗模式 4uA 典型  

z 扇区擦除能力 

相同的 2K字扇区 

z 快速读访问时间 

SST39LF160为 55ns 

SST39VF160为 70ns和 90ns 

z 地址和数据可锁存 

z 快速擦除和字编程 Word-Program  

扇区擦除时间 18ms 典型  

块擦除时间 18ms 典型  

芯片擦除时间 70ms 典型  

字编程时间 14us 典型  

芯片重写时间 SST39LF/VF160为 15s 典型  

z 自动写时序 

内部 VPP产生 

z 写结束检测 

触发位 

数据#查询位 

z CMOS I/O兼容 

z JEDEC标准 

Flash EEPROM管脚分配和命令设置 

z 封装 

48脚 TSOP 12mm 20mm  

48脚 TFBGA 8mm 10mm  

 

概述 
SST39LF/VF160是一个 1M 16的 CMOS多功能 Flash MPF 器件 由 SST特有的高性能 SuperFlash

技术制造而成 SuperFlash技术的分裂闸 split-gate 单元结构和厚氧化物制程的采用可提供可靠性更强

工艺更完善的解决方案 相对其它方法 SST39LF160 的写 编程或擦除 操作电源电压为 3.0 3.6V
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SST39VF160的写 编程或擦除 操作电源电压为 2.7 3.6V 这两个器件都符合 16存储器的 JEDEC标

准的管脚分配  

SST39LF/VF160 具有高性能的字编程功能 字编程时间为 14us 器件通过触发位或数据#查询位来指

示编程操作的完成 为了防止意外写的发生 器件还提供了硬件和软件数据保护机制 SST39LF/VF160的

10,000个周期的耐用性和大于 100年的数据保持时间 使其可广泛用于设计 制造和测试等应用中  

SST39LF/VF160尤其适用于要求程序 配置或数据存储器可方便和低成本地更新的应用 对于所有的

系统 SST39LF/VF160 的使用可显著增强系统的性能和可靠性 降低功耗 它们比其它技术制造的 Flash

器件在擦除和编程操作中消耗更少的能量 所有能量的消耗与应用的电压 电流和操作时间有关 由于不

管对于任何的电压范围 SuperFlash 技术都消耗很小的电流 使用很短的擦除时间 因此 SST39LF/VF160

在擦除或编程操作中消耗的能量小于其它 Flash 技术制造而成的器件 SST39LF/VF160 也增强了程序 数

据和配置存储器的低成本应用的灵活性  

SuperFlash技术提供了固定的擦除和编程时间 与擦除/编程周期数无关 因此 使用时不必像其它 Flash

技术制造的器件一样 擦除和编程时间随着擦除/编程周期的增加而延长 要对软件或硬件进行修改和变动  

为了满足器件高密度的要求 SST39LF/VF160提供了 48脚 TSOP和 48脚 TFBGA两种封装形式 管

脚配置如图 1和 2所示  

 

器件操作 
SST39LF/VF160的存储器操作由命令来启动 命令通过标准微处理器写时序写入器件 将WE#拉低

CE#保持低电平来写入命令 地址总线上的地址在WE#或 CE#的下降沿 无论哪一个后产生下降沿 被锁

存 数据总线上的数据在WE#或 CE#的上升沿 无论哪一个先产生上升沿 被锁存 SST39LF/VF160还包

含一种自动低功耗模式 它可在有效读操作将数据读出后使器件进入一个接近等待模式的状态 这样 IDD

有效读电流从 15mA降低到 4uA 自动低功耗模式可将典型的 IDD有效读电流降低到读周期内的 1mA/MHz  

只要启动另一次读周期的地址或控制信号发生变化 器件就退出自动低功耗模式 不占用访问时间 注意

当 CE#保持低电平而使器件上电后 器件就不能进入自动低功耗模式 直到出现第一个地址跳变或 CE#变

为高电平  

 

读 
SST39LF/VF160的读操作由 CE#和 OE#控制 只有两者都为低电平时 系统才能从器件的输出管脚获

得数据 CE#是器件片选信号 当 CE#为高电平时 器件未被选中工作 只消耗等待电流 OE#是输出控制

信号 用来控制输出管脚数据的输出 当 CE#或 OE#为高电平时 数据总线呈现高阻态 详情请参考图 3

的读周期时序  

 

字编程操作 
SST39LF/VF160以字形式进行编程 编程前 包含字的扇区必须完全擦除 编程操作分为三步 第一

步 执行三字节装载时序 用于软件数据保护 第二步 装载字地址和字数据 在字编程操作中 地址在

CE#或WE#的上升沿 不论哪一个后产生下降沿 锁存 数据在 CE#或WE#的上升沿 不论哪一个先产生

上升沿 锁存 第三步 执行内部编程操作 该操作在第 4个WE#或 CE#的上升沿出现 不论哪一个先产

生上升沿 之后启动 编程操作一旦启动 将在 20us内完成 见图 4 和 5的 WE#和 CE#控制的编程操作

时序图以及图 16 的流程图 在编程操作过程中 只有数据#查询位和触发位的读操作有效 在内部编程操

作过程中 主机可以自由执行其它任务 该过程中发送的任何命令都被忽略  

 

扇区/块擦除操作 

扇区 或块 擦除操作允许系统对器件执行连续的扇区擦除 或连续的块擦除 SST39LF/VF160 提

供了扇区擦除和块擦除模式 扇区结构统一为 2K字的规格 块擦除模式是对相同 32K字的块执行擦除操
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作 扇区操作通过在最新一个总线周期内执行一个 6 字节的命令时序 扇区擦除命令 30H 和扇区地址

SA 来启动 块擦除操作通过在最新一个总线周期内执行一个 6字节的命令时序 块擦除命令 50H

和块地址 BA 来启动 扇区或块地址在第 6个WE#脉冲的下降沿锁存 命令 30H或 50H 在第 6个

WE#脉冲的上升沿锁存 内部擦除操作在第 6 个 WE#脉冲后开始执行 擦除操作是否结束由数据#查询位

或触发位决定 见图 9和 10的时序 扇区或块擦除操作过程中发布的任何命令都被忽略  

 

芯片擦除操作 
SST39LF/VF160 包含芯片擦除功能 允许用户擦除整个存储器阵列 使其变为 1 状态 这在需要

快速擦除整个器件时很有用  

芯片擦除操作通过在最新一个总线周期内执行一个 6 字节的命令 5555H 地址处的芯片擦除命令

10H 时序来启动 在第 6个WE#或 CE#的上升沿 无论哪一个先出现上升沿 开始执行擦除操作 擦

除过程中 只有触发位或数据#查询位的读操作有效 见表 4的命令时序序列 图 8的时序图和图 19的流

程图 芯片擦除过程中发布的任何命令都被忽略  

 

写操作状态检测 
SST39LF/VF160提供两种检测写 编程或擦除 周期结束的软件方法 以便优化系统的写周期 软件

检测包括 2个状态位 数据#查询位 DQ7 和触发位 DQ6 写结束检测模式在WE#的上升沿后使能

WE#的上升沿用来启动内部的编程或擦除操作  

非易失性写操作的结束与系统不同步 因此 数据#查询位或触发位的读取可能与写周期结束同时发生

如果这样 系统就可能得到一个错误的结果 即有效数据与 DQ7或 DQ6发生冲突 为了防止错误的情况

当一个错误结果出现时 软件程序应当包含一个两次读被访问地址单元的循环 如果两次读取的值均有效

则器件已经完成了写周期 否则拒绝接受数据  

 

数据#查询 DQ7  
当 SST39LF/VF160 正在执行内部编程操作时 任何读 DQ7 的动作将得到真实数据的补码 一旦编程

操作结束 DQ7为真实的数据 注意 即使在内部写操作结束后紧接着出现在 DQ7上的数据可能有效 其

余的数据输出管脚上的数据也无效 只有在 1us 的时间间隔后执行了连续读周期 所得的整个数据总线上

的数据才有效 在内部擦除操作过程中 读出的 DQ7值为 0’ 一旦内部擦除操作完成 DQ7的值为 1  

编程操作的第 4个WE# 或 CE# 脉冲的上升沿出现后 数据#查询位有效 对于扇区/块擦除或芯片擦除

数据#查询位在第 6个 WE# 或 CE# 脉冲的上升沿出现后有效 见图 6的数据#查询时序和图 17的流程

图  

 

触发位 DQ6  
在内部编程或擦除操作过程中 读取 DQ6将得到 1或 0 即所得的 DQ6在 1和 0之间变化 当内部编

程或擦除操作结束后 DQ6位的值不再变化 触发位在编程操作的第 4个WE# 或 CE# 脉冲的上升沿后

有效 对于扇区/块擦除或芯片擦除 触发位在第 6 个 WE# 或 CE# 脉冲的上升沿出现后有效 见图 7

的触发位时序和图 17的流程图  

 

数据保护 
SST39LF/VF160提供有硬件和软件方法来保护非易失性数据 防止意外写的产生  

 

硬件数据保护 
噪声/干扰保护 如果WE#或 CE#脉冲宽度小于 5ns 写周期不启动  

VDD上电/掉电检测 VDD小于 1.5V时写操作禁止  
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写禁止模式 强制使 OE#为低 CE#为高或WE#为高时 写操作被禁止 这可以防止上电或掉电过程

中无意写操作的产生  

 

软件数据保护 SDP  
SST39LF/VF160 为数据变化操作 即编程和擦除操作 提供了符合 JEDEC 标准的数据保护机制 编

程操作要求包含一个 3字节的时序 这个 3字节装载时序用来启动编程操作 为防止意外写 例如 系统

上电或下电过程中出现的写操作 提供最佳保护 擦除操作要求包含一个 6 字节的时序 器件出厂时 软

件数据保护特性就永久使能 见表 4中指定的软件命令代码 在 SDP命令时序中 无效的命令将中止 TRC

内的读模式 在所有 SDP命令时序中 DQ15 DQ8的内容可能为 VIL或 VIH 而非其它值  

 

通用 Flash存储器接口 CFI  
SST39LF/VF160还包含 CFI信息 用来描述器件特性 为了进入 CFI查询模式 系统必须执行装载 3

字节的时序 类似于软件 ID入口命令 该命令的最后一个周期将 98H CFI查询命令 装入地址 5555H

一旦器件进入 CFI 查询模式 系统从表 5 7 给出的地址中读出 CFI 数据 系统必须通过写入 CFI 退出命

令从 CFI查询命令的执行过程中退出 返回到读模式  

 

器件标识符 
器件标识符模式用来识别 SST39LF/VF160器件 指出制造商为 SST 该模式可通过软件操作进行访问

当使用多个制造商生产的同种封装形式的器件时 用户可利用软件器件标识符操作来识别器件 即 使用

器件 ID 详细情况见表 4的软件操作 图 11的软件 ID入口和读时序图以及图 18的软件 ID入口命令序

列流程图  

表 1  器件标识符 

 地址 数据 

制造商 ID 0000H 00BFH 

器件 ID 

     SST39LF/VF160 

0001H 2782H 

 

器件标识符模式退出/CFI模式退出 
为了返回到标准读模式 必须退出软件器件标识符模式 该模式通过发布一个软件 ID退出命令来退出

使器件返回到读模式 当意外的瞬变条件使得器件工作明显反常 例如不能正确读 时 退出器件标识符

命令也可用来将器件复位到读模式 注意 在内部编程或擦除操作过程中软件 ID退出/CFI退出命令被忽略

见表 4的软件命令代码 图 13的时序波形以及图 18的流程图  

 

功能框图 

Y-译码器

I/O缓冲器和数据锁存器

地址缓冲器 &锁存器

X-译码器

DQ 15  - DQ0

存储器地址

OE#

CE#

WE#

SuperFlash
存储器

控制逻辑
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A15
A14
A13
A12
A11
A10
A9
A8
A19
NC

WE#
NC
NC
NC
NC

A18
A17
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24

A16
NC
V SS
DQ15
DQ7
DQ14
DQ6
DQ13
DQ5
DQ12

DQ4
V DD
DQ11
DQ3
DQ10

DQ2
DQ9
DQ1
DQ8
DQ0
OE#
V SS
CE#
A0

48
47
46
45
44
43
42
41

40
39
38
37
36

35
34
33
32
31
30
29
28
27
26

25

Standard Pinout

Top Vie w

Die Up

SST39LF160/SST39VF160  

图 1  48脚 TSOP的管脚配置 

 

A13

A9

WE#

NC

A7

A3

A12

A8

NC

NC

A17

A4

A14

A10

NC

A18

A6

A2

A15

A11

A19

NC

A5

A1

A16

DQ7

DQ5

DQ2

DQ0

A0

NC

CE#

VDD

DQ11

DQ9

OE#

VSS

DQ6

DQ4

DQ3

DQ1

VSS

6

5

4

3

2

1

 

图 2  48脚 TFBGA的管脚配置 

 

表 2  管脚描述 

符号 管脚名称 功能 

A19 A0 地址输入 存储器地址 扇区擦除时 A19 A11用来选择扇区 块擦除时 A19

A15用来选择块  

DQ15 DQ0 数据输入/输出 读周期内输出数据 写周期内输入数据  

写周期内数据内部锁存  

OE#或 CE#为高时输出为三态  

CE# 芯片使能 CE#为低时启动器件开始工作  

OE# 输出使能 数据输出缓冲器的门控信号  

WE# 写使能 控制写操作  

VDD 电源 供给电源电压 SST39LF160为 3.0 3.6V  

              SST39VF160为 2.7 3.6V 
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续上表 

符号 管脚名称 功能 

Vss 地  

NC 不连接 悬空管脚 

 

表 3  工作模式选择 

模式 CE# OE# WE# DQ 地址 

读 VIL VIL VIH DOUT AIN 

编程 VIL VIH VIL DIN AIN 

擦除 VIL VIH VIL X1 扇区或块地址  

芯片擦除时为 XXH 

等待 VIH X X 高阻 X 

X VIL X 高阻/DOUT X 写禁止 

X X VIH 高阻/DOUT X 

器件标识符软件模式 VIL VIL VIH  见表 4 

1. X可以是 VIL或 VIH 但不能为其它值 

 

表 4  软件命令时序 

第 1个总线写周期 第 2个总线写周

期 

第 3个总线写周期 第 4个总线写周期 第 5个总线写周期 第 6个总线写周期 命令时序 

地址 1 数据 2 地址 1 数据 2 地址 1 数据 2 地址 1 数据 2 地址 1 数据 2 地址 1 数据 2 

字编程 5555H AAH 2AAAH 55H 5555H A0H WA3 数据     

扇区擦除 5555H AAH 2AAAH 55H 5555H 80H 5555H AAH 2AAAH 55H SAx4 30H 

块擦除 5555H AAH 2AAAH 55H 5555H 80H 5555H AAH 2AAAH 55H BAx4 50H 

芯片擦除 5555H AAH 2AAAH 55H 5555H 80H 5555H AAH 2AAAH 55H 5555H 10H 

软件 ID 

入口 5,6 

5555H AAH 2AAAH 55H 5555H 90H       

CFI查询 

入口 5 

5555H AAH 2AAAH 55H 5555H 98H       

软件 ID 

退出 7/CFI 

退出 

XXH F0H           

软件 ID 

退出 7/CFI 

退出 

5555H AAH 2AAAH 55H 5555H F0H       

1. 对于 SST39LF/VF160命令时序 地址格式是 A14 A0 Hex 地址 A19 A15可以是 VIL或 VIH 不能

为其它值  

2. 对于命令时序 DQ15 DQ8可以是 VIL或 VIH 但不能为其它值  

3. WA 编程字地址 

4. SAx用于扇区擦除 使用 A19 A11地址线 

  BAx用于块擦除 使用 A19 A5地址线 

5. 如果器件下电 器件不能保持软件器件 ID模式  

6. A19 A1 0 SST制造商 ID 00BFH 读出时 A0=0  

SST39LF/VF160器件 ID 2782H 读出时 A0=1  
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7. 两种软件 ID退出操作相类似  

 

表 5  SST39LF/VF160 CFI查询标识字符串 

地址 数据 数据 

10H 

11H 

12H 

0051H 

0052H 

0059H 

查询特定 ASCII码字符串 QRY  

13H 

14H 

0001H 

0007H 

基本 OEM命令设置 

15H 

16H 

0000H 

0000H 

基本扩展表地址 

17H 

18H 

0000H 

0000H 

变换 OEM命令设置 00H 不存在  

19H 

1AH 

0000H 

0000H 

变换 OEM扩展表地址 00H 不存在  

 

表 6  SST39LF/VF160地系统接口信息 

地址 数据 数据 

1BH 0027H1 

0030H1 

VDD Min 编程/擦除  

DQ7 DQ4 Volts DQ3 DQ0 100millivolts 

1CH 0036H VDD Max 编程/擦除  

DQ7 DQ4 Volts DQ3 DQ0 100millivolts 

1DH 0000H Vpp min 00H 无 Vpp管脚  

1EH 0000H Vpp max 00H 无 Vpp管脚  

1FH 0004H 2Nus的字编程典型时间 24 16us  

20H 0000H 2Nus的最小规格的缓冲区编程典型时间 00H 不支持  

21H 0004H 2Nms的单个扇区/块擦除典型时间 24 16ms  

22H 0006H 2Nms的芯片擦除典型时间 26 64ms  

23H 0001H 字编程 2N次的最大时间 21 24 32us  

24H 0000H 缓冲区编程 2N次的最大时间 

25H 0001H 单个扇区/块擦除 2N次的最大时间 21 24 32ms  

26H 0001H 芯片擦除 2N次的最大时间 21 26 128ms  

1. SST39LF160为 0030H SST39VF160为 0027H 

 

表 7  SST39LF/VF160的器件几何信息 

地址 数据 数据 

27H 0015H 器件规格 2N字节 15H=21; 221=2M字节  

28H 

29H 

0001H 

0000H 

Flash器件接口描述 0001H 仅为 16的异步接口 

2AH 

2BH 

0000H 

0000H 

多字节写可写入的最大字节数目 2N 00H 不支持  

2CH 0002H 器件支持的可擦除的扇区/块规格 
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续上表 

地址 数据 数据 

2DH 

2EH 

2FH 

30H 

00FFH 

0001H 

0010H 

0000H 

扇区信息 y+1 扇区数目 z 256B 扇区规格  

y 155+1=512个扇区 01FFH 511  

 

Z=16 256个字节 4K字节/扇区 0010H 16  

31H 

32H 

33H 

34H 

003FH 

0000H 

0000H 

0000H 

块信息 y+1 扇区数目 z 256B 块规格  

y 31+1=32个块 001FH 31  

 

z 256 256字节 64K字节/块 0100H 256  

 

绝对最大额定值 超出下面 绝对最大额定值 中列出的值的条件会造成器件的永久损坏 上表只列出

了器件正常工作的额定值 并未涉及器件在这些条件或超出这些条件下的功能操作 器件不能长时间工作

在绝对最大额定值条件下 否则会影响其可靠性  

工作温度……………………………………………………………………………………………-55 +125  

存储温度………………………………………………………………………………………….. ..-65 +150  

任意管脚到地的 DC电压……………………………………………………………………….-0.5V VDD+0.5V 

任意管脚到地的瞬态 <20ns 电压………………………………………………………….. -2.0V VDD+2.0V 

A9脚到地的电压……………………………………………………………………………………..-0.5V 13.2V 

封装功耗 Ta 25 ……………………………………………………………………………………….1.0W 

焊接温度 3s ………………………………………………………………………………………………240  

输出短路电流 1………………………………………………………………………………………………...50mA 

1.输出短路时间不能大于 1s 一次只允许一个输出管脚短路  

 

工作温度范围 SST39LF160 

范围 环境温度 VDD 

商业级 0 +70  3.0 3.6V 

 

工作温度范围 SST39VF160 

范围 环境温度 VDD 

商业级 

工业级 

0 +70  

-40 +85  

2.7 3.6V 

2.7 3.6V 

 

测试的 AC条件 

输入上升/下降时间……………………………………………………..5ns 

输出负载…………………………………………………………………CL 30pF SST39LF160  

输出负载…………………………………………………………………CL=100pF SST39VF160  

见图 14和 15 
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表 8  DC工作特性 

VDD 3.0 3.6V SST39LF160 和 2.7 3.6V SST39VF160 1 

限制 符号 参数 

最小 最大 单位 

测试条件 

电源电流    地址输入 VILT/VIHT f 1/TRC 

Min VDD=VDD Max 

读 2  20 mA CE# =VIL, OE# =WE# =VIH, 所有

I/O口开路 

IDD 

编程和擦除  30 mA CE# =WE# =VIL, OE# =VIH 

ISB 等待 VDD电流  20 uA CE# =VIHC, VDD=VDD Max 

IALP 自动低功耗电流  20 uA CD# =VILC, VDD=VDD Max  

所有输入 Vss或VDD WE# =VIHC 

ILI 输入漏电流  1 uA VIN=GND VDD, VDD=VDD Max 

ILO 输出漏电流  10 uA VOUT=GND VDD, VDD=VDD Max 

VIL 输入低电压  0.8 V VDD=VDD Min 

VILC 输入低电压 CMOS   0.3 V VDD=VDD Max 

VIH 输入高电压 0.7VDD  V VDD=VDD Max 

VIHC 输入高电压 CMOS  VDD – 0.3  V VDD=VDD Max 

VOL 输出低电压  0.2 V IOL=100uA, VDD=VDD Min 

VOH 输出高电压 VDD- 0.2  V IOH= -100uA, VDD=VDD Min 

1. 本数据手册前面描述的有效电流测试条件是温度为 25 室内温度 时得到的平均值 SST39VF160

的 VDD 3V SST39LF160的 VDD 5V  

2. 该值在 70ns的条件下测得 详细信息见应用笔记  

 

表 9  建议系统上电时序 

符号 参数 最小 单位 

TPU-READ
1 上电到读操作 100 us 

TPU-WRITE
1 上电到编程/擦除操作 100 us 

1. 这两个参数均在最开始时测得 设计或处理的任何变化都将影响它们的值  

 

表 10  电容 Ta 25 f 1Mhz 其它管脚开路  

参数 描述 测试条件 最大 

CI/O
1 I/O管脚电容 VI/O=0V 12pF 

CIN
1 输入电容 VIN=0V 6pF 

1. 这两个参数均在最开始时测得 设计或处理的任何变化都将影响它们的值  

 

表 11  可靠性特性 

符号 参数 最小规范 单位 测试方法 

NEND
1,2 耐用性 10,000 周期 JEDEC标准 A117 

TDR1 数据保持 100 年 JEDEC标准 A103 

ILTH
1 锁定 100+IDD mA JEDEC标准 78 

1. 该参数在最开始时测得 设计或处理的任何变化都将影响它的值  

2. 对于整个器件来说 NEND耐用性参数为最小规范 10,000个周期 扇区或块级别的耐用参数将高于这个

最小规范  
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AC特性 
表 12  读周期时序参数 VDD 3.0 3.6V SST39LF160 和 2.7 3.6V SST39VF160  

SST39LF160-55 SST39VF160-70 SST39VF160-90 符号 参数 

最小 最大 最小 最大 最小 最大 

单位 

TRC 读周期时间 55  70  90  ns 

TCE 芯片使能访问时间  55  70  90 ns 

TAA 地址访问时间  55  70  90 ns 

TOE 输出使能访问时间  30  35  45 ns 

TCLZ
1 CE#低到有效输出 0  0  0  ns 

TOLZ
1 OE#低到有效输出 0  0  0  ns 

TCHZ
1 CE#高到高阻输出  15  20  30 ns 

TOHZ
1 OE#高到高阻输出  15  20  30 ns 

TOH
1 地址改变到输出保持 0  0  0  ns 

1. 该参数在最开始时测得 设计或处理的任何变化都将影响它的值  

 

表 13  编程/擦除周期时序参数 

符号 参数 最小 最大 单位 

TBP 字编程时间  20 us 

TAS 地址建立时间 0  ns 

TAH 地址保持时间 30  ns 

TCS WE#和 CE#建立时间 0  ns 

TCH WE#和 CE#保持时间 0  ns 

TOES OE#高建立时间 0  ns 

TOEH OE#高电平保持时间 10  ns 

TCP CE#脉冲宽度 40  ns 

TWP WE#脉冲宽度 40  ns 

TWPH
1 WE#脉宽高电平 30  ns 

TCPH
1 CE#脉宽高电平 30  ns 

TDS 数据建立时间 30  ns 

TDH
1 数据保持时间 0  ns 

TIDA
1 软件 ID访问和退出时间  150 ns 

TSE 扇区擦除  25 ms 

TBE 块擦除  25 ms 

TSCE 芯片擦除  100 ms 

1. 该参数在最开始时测得 设计或处理的任何变化都将影响它的值  

 10 

电子工程师之家http://www.eehome.cn

 
项目开发 芯片解密 零件配单 TEL:15013652265 QQ:38537442



广州周立功单片机发展有限公司 Tel 020 38730976 38730977 Fax 38730925 http //www.zlgmcu.com 

地址 A19-0

DQ 15-0

WE#

OE#

CE#
TCE

TRC TAA

TOE

TOLZV IH

HIGH-Z TCLZ
TOH

TCHZ

HIGH-Z
D ATA  V ALIDD ATA  VALID

TOHZ

 
图 3  读周期时序图 

 

地址A 19-0

DQ 15-0

TDH

TDS

TWP

TAH

TAS

TCH

TCS

CE#

SW0 S W1 SW2

5555 2AAA 5555 ADDR

XXAA XX55 XXA0 D ATA

W ORD
(ADDR/D ATA )

OE#

WE#

TBP

注:X 可以是 V IL或V IH,但不能为其它值  

图 4  WE#控制的编程周期时序图 

 

地址A 19-0

DQ 15-0

TDH

TDS

TCP

TAH

TAS

TCH

TCS

WE#

SW0 S W1 SW2

5555 2AAA 5555 ADDR

XXAA XX55 XXA0 D ATA

W ORD
(ADDR/D ATA )

OE#

CE#

TBP

注:X 可以是 V IL或V IH,但不能为其它值  
图 5  CE#控制的编程周期时序图 
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地址 A19-0

DQ 7 D ATA D ATA # D ATA # D ATA

WE#

OE#

CE#

TOEH

TOE

TCE

TOES

 
图 6  数据#查询时序图 

 

19-0

DQ 6

WE#

OE#

CE#

TOETOEH

TCE

TOES

地址A

两个输出相同的读周期  

图 7  触发位时序图 

 

地址 A19-0

DQ 15-0

WE#

SW0 S W1 SW2 SW3 SW4 S W5

5555 2AAA 2AAA5555 5555

XX55 XX10XX55XXAA XX80 XXAA

OE#

CE#

TSCE

TWP

X可以是 V IL或V IH,但不能为其它值  
图 8  WE#控制的芯片擦除时序图 
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DQ 15-0

WE#

SW0 S W1 SW2 SW3 S W4 SW5

5555 2AAA 2AAA5555 5555

XX55 XX50XX55XXAA XX80 XXAA

BA X

OE#

CE#

TBE

TWP

BA X  =块地址
X 可以是 V IL或V IH,但不能为其它值

地址A 19-0

 

图 9  WE#控制的块擦除时序图 

 

19-0

DQ 15-0

WE#

SW0 S W1 SW2 S W3 SW4 SW5

5555 2AAA 2AAA5555 5555

XX55 XX30XX55XXAA XX80 XXAA

SA X

OE#

CE#

TSE

TWP

SA X = 扇区地址
X可以是 V IL或V IH,但不能为其它值

地址A

 
图 10  WE#控制的扇区擦除时序图 

 

14-0

TIDA

DQ 15-0

WE#

SW0 SW1 SW2

5555 2AAA 5555 0000 0001

OE#

CE#

TWP

TWPH TAA

00BFXX55XXAA XX90

器件ID = 2782H (SST39LF/VF160)
注 X 可以是 V IL或 V IH,但不能为其它值

软件ID入口的3字节时序

地址A

 

图 11  软件 ID入口和读 
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14-0

TIDA

DQ 15-0

WE#

SW0 S W1 SW2

5555 2AAA 5555

OE#

CE#

TWP

TWPH TAA

XX55XXAA XX98

注 X可以是 V IL或V IH,但不能为其它值

地址A

CFI查询入口的3字节时序

 

图 12  CFI查询和读 

 

14-0

DQ 15-0

TIDA

TWP

T WHP

WE#

SW0 SW1 SW2

5555 2AAA 5555

OE#

CE#

XXAA XX55 XXF0

注 X 可以是 V IL或V IH,但不能为其它值

地址A

软件ID退出和复位的3字节时序

 
图 13  软件 ID退出/CFI退出 

 

参考点 输出输入 V IT

V IHT

V ILT

V O T

 
AC测试输入为 VIHT 0.9VDD 时对应逻辑 1 VILT 0.1VDD 时对应逻辑 0 输入和输出的测量参考

点是 VIT 0.5VDD 和 VOT 0.5VDD 电压 输入上升和下降时间 10﹪↔90﹪ <5ns  

图 14  AC输入/输出参考波形 
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TO  TESTER

TO  DUT

C L

 

图 15  测试负载举例 

 

开始

装载数据: XXAAH
地址: 5555H

装载数据:  XX55H
地址: 2AAAH

装载数据: XXA0H
地址: 5555H

装载字地址/字数据

编程结束

注: X 可以是 V IL或 V IH,但不能为其它值

等待编程结束(TBP ,
数据# 查询位或
触发位操作

 

图 16  字编程算法 

 

 15 

电子工程师之家http://www.eehome.cn

 
项目开发 芯片解密 零件配单 TEL:15013652265 QQ:38537442



广州周立功单片机发展有限公司 Tel 020 38730976 38730977 Fax 38730925 http //www.zlgmcu.com 

等待TBP ,
TSCE, TSE
或 TBE

内部定时器 触发位

Ye s

Ye s

No

No

编程/擦除结束

 DQ6 匹配

读相同的字

数据#查询

编程/擦除结束

读字

DQ 7

读 DQ 7

编程/擦除启动 编程/擦除启动

真实的数据
吗

是

编程/擦除结束

 
图 17  等待选项 

 

装载数据:  XXAAH
地址: 5555H

装载数据:  XX55H
地址: 2AAAH

装载数据: XX90H
地址: 5555H

读软件 ID

装载数据: XXAAH
地址: 5555H

装载数据:  XX55H
地址: 2AAAH

装载数据:  XX98H
地址: 5555H

读 CFI数据

装载数据: XXAAH
地址: 5555H

装载数据:  XX55H
地址: 2AAAH

装载数据: XXF0H
地址: 5555H

装载数据: XXF0H
地址:  XXH

等待 T IDA

Note: X can be V IL orV IH, but no other value

CFI查询入口命令时序

等待 T IDA

软件器件ID入口命令时序

等待 T IDA

返回到正常工作
模式

等待 T IDA

软件ID退出/CFI退出命令时序

返回到正常工作
模式

 

图 18  软件器件 ID/CFI命令流程图 
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装载数据: XXAAH
地址: 5555H

装载数据:  XX55H
地址: 2AAAH

装载数据: XX80H
地址: 5555H

装载数据:  XX55H
地址: 2AAAH

装载数据:  XX10H
地址: 5555H

装载数据: XXAAH
地址: 5555H

SCE

芯片擦除为 FFFFH

装载数据:  XXAAH
地址: 5555H

扇区擦除命令时序

装载数据:  XX55H
地址: 2AAAH

装载数据:  XX80H
地址: 5555H

装载数据:  XX55H
地址: 2AAAH

装载数据: XX30H
地址: SAX

装载数据:  XXAAH
地址: 5555H

SE

扇区擦除为 FFFFH

装载数据:  XXAAH
地址: 5555H

装载数据:  XX55H
地址: 2AAAH

装载数据:  XX80H
地址: 5555H

装载数据:  XX55H
地址: 2AAAH

装载数据: XX50H
地址: BAX

装载数据:  XXAAH
地址: 5555H

BE

注 X可以是 V IL或V IH,但不能为其它值

芯片擦除命令时序 块擦除命令时序

等待T 等待T 等待T

块擦除为FFFFH

 
图 19  擦除命令时序 
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器件订购信息 
器件 速度

SS T39xFxxx - X X X - X X - X X

K  = 48 脚

E  = T SO P  (type 1 , die up, 12 m m  x 2 0m m )
B  = T FB G A  (8m m  x 10m m )

C  = 商业级温度  = 0 C to +70 C
I =工业级温度 = -40 C to +85 C

4 =  10,0 00 周期

55 =  55  ns
70 =  70  ns
90 =  90  ns

160 = 16 M bit

L =  3.0-3.6V
V = 2 .7-3.6V

后缀1 后缀2

封装修饰

封装类型

温度范围

耐用性 最小

读访问速度

器件密度

电压

 
 

封装 
1.05
0.95

0.70
0.50

18.50
18.30

20.20
19.80

0.70
0.50

12.20
11.80

0.27
0.17

Note: 1. Complies with JEDEC publication 95 MO-142 DD dimensions,
although some dimensions may be more stringent.

2. All linear dimensions are in millimeters (max/min).
3. Coplanarity: 0.1 mm
4. Maxim um allow able mold flash is 0.15 mm at the package ends, and 0.25 mm between leads.

1.20
max.

1mm

0 - 5

Pin # 1 Identifier

0.50
BSC

 

48脚 TSOP封装 12mm 20mm      SST封装代码 EK 
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A1 CORNER

BO TT O M  VIEW

T O P VIEW

6

5

4

3

2

1

8.00   0.20

0.30   0.05
(48X)

A1 CORNER

10.00   0.20

0.80

4.00

0.80
5.60

48-tfbga-BK-8x10-300mic-13

Note: 1. Although many dimensions are similar to those of JEDEC Publication 95, MO-210,
this specific package is not registered.

2. All linear dimensions are in millimeters.
3. Coplanarity: 0.08 mm
4.The actual shape of the corners may be slightly different than as portrayed in the drawing.

6

5

4

3

2

1

1mm

SID E VIEW

SEA TING PLANE
0.21   0.05

1.10   0.10

0.08

 

48脚 TFBGA封装 8mm 10mm     SST封装代码 BK 
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